Anhang A

Abkiirzungen und Symbole

A.1 Symbole

Tabelle A.1: Verwendete Symbole und Einheiten

A, Ay, Ay, A Diodenfaktor

Al korrigierter Diodenfaktor

Ag Richardson-Konstante

a [m] Gitterkonstante

oy Anteil der Gesamtspannung, die iiber dem p-Bereich abfillt

Qs [m!] Absorptionskoeffizient des CdS

a, [m™] Absorptionskoeffizient

I} Konstante

b, Entwicklungskoeffizient der Taylorreihe

C Kapazitit, Konstante

Cy Konstante

c Raumrichtung

X [J] Elektronenaffinitét

D, [m?/s] Diffusionskonstante der Elektronen

D, [m?/s] Diffusionskonstante der Locher

d [m] Abstand, Dicke

dcas [m] Dicke der CdS-Pufferschicht

Ey [J] charakteristische Energie fiir den Ubergang von Tunnelpro-
zessen zu thermischer Aktivierung

E4 [J] Aktivierungsenergie

Ey4, [J] energetische Lage von akzeptorischen Grenzflichen-
zustanden

E, [J] Barrierenhthe

Ey inverse Steigung der Kennlinie bei Tunnelprozessen

Ep [J] energetische Lage des Donatorniveaus

Ep; [J] energetische Lage von donatorischen Grenzflichen-
zusténden
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Ep [J]
AEF [J]

E, 9]
AE, 1]
Eycas [J]
Eqcis [J]
Eg,ZnO [J]

E; [J]

Ep [J]

By [J]

Epp ]
l?qﬂ%et [J]

E, [J]

Ey [J]

£ [V/m]
Erma [V /m]
€ [Vs/Am|]
€0 [Vs/Am|]
n

F [m?]
F, [J]

1 [J]

f [Hz]

Ir

Jm

G [V/A]
G [V/A]
r

Lecas

Yns Vp

h [Js]

I [W/m?]
¢L J&,<]§ [}X/rn?]
0J [A/ m2]
Jo, Jo,i [A/mQ]
Jbo [%X/rn?]
Jp, JD,1, JD,2 [A/mQ]
Jkorr [A/m2]

Fermienergie

Abstand der Fermienergie zur Bandkante
Energieliicke

Anderung der Bandliicke

Bandliicke des CdS

Bandliicke des CulnS,

Bandliicke des ZnO

intrinsisches Energieniveau eines Halbleiters
energetische Lage des Leitungsbandes

Bandversatz im Leitungsband zwischen ZnO und CdS
Bandversatz im Leitungsband zwischen CdS und CulnS,
Energiedifferenz im Leitungsband zweier angrenzender
Schichten

energetische Lage einer Storstelle

energetische Lage des Valenzbandes

elektrisches Feld

maximales elektrisches Feld

€p€r

8.9-10'* (Dielektrizitétskonstante)
Dielektrizitdtszahl

Dielektrizitatszahl des CdS

Dielektrizitéitszahl des CulnS,

Wirkungsgrad

Fléche

Quasiferminiveau der Elektronen

Quasiferminiveau der Locher

Frequenz

Fiillfaktor

Entwicklungskoeffizient der Taylorreihe, Frequenz, bei der
Anderung der Kapazitit maximal wird

Leitwert

Anderung des Leitwerts

Sammlungsfunktion

Sammlung im CdS

Korrekturfaktoren zur Beschreibung von Tunnelprozessen
im SRH-Rekombinationsmodell

6.6 - 1073* (Planck Konstante)

Intensitét

Stromdichte

Anderung der Stromdichte
Sperrsittigungsstromdichte

Konstante

Diodenstromdichte

korrigierte Stromdichte
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I [A/m?] Stromdichte bei maximaler Leistung

I [A/m?] Elektronenstromdichte

Jp [A/m?] Locherstromdichte

Jony Jon1,  [A/m?] Photostromdichte

Jph,2

Jse [A/m?] Kurzschluistromdichte

K Konstante zur Beschreibung des Absolutwertes der QA

k [J/K] 1.38 - 107?* (Boltzmannkonstante)

L [m] Diffusionslénge

Lesys [m] effektive Diffusionsléinge

L, [m] Diffusionsléinge der Elektronen

L, [m] Diffusionsléinge der Locher

A [m] Wellenliange

NG5 [m] Wellenliinge die der Bandliickenenergie von CdS entspricht

A8 [m] Wellenléinge die der Bandliickenenergie von CulnS, ent-
spricht

AZno [m] Wellenliinge, die der Bandliickenenergie von ZnO ent-
spricht

m* [kg] effektive Masse

my [kg] 9.1-1073! (Ruhemasse des Elektrons)

U [m?/Vs] Beweglichkeit der Elektronen

o [m?/Vs] Beweglichkeit der Licher

Ny [m™3] Dichte flacher Akzeptoren

Na, [m~2] Dichte der akzeptorischen Grenzflichenzustédnde

Ncuas [m~3] Dichte flacher Donatoren in der CdS-Schicht

Np [m~3] Dichte flacher Donatoren

Np, [m~2] Dichte der donatorischen Grenzflichenzustinde

N; [m—2] Dichte der Grenzflichenzustéinde

Ny, [m~3] Zustandsdichte im Leitungsband

N, [m~3] Storstellendichte

Ny [m~3] Zustandsdichte im Valenzband

n Leitungstyp

n [m—3] Dichte freier Elektronen

n [m—3] Dichte freier Elektronen, wenn Ferminiveau mit Storstel-
lenniveau identisch ist

n; [m 3] intrinsische Ladungstrigerdichte

np [m 3] Elektronendichte im p-Gebiet

Mo [m~3] Elektronendichte im p-Gebiet im thermischen Gleichge-
wicht

P (W] eingestrahlte Lichtleistung

P Leitungstyp

D [m~3] Dichte freier Locher

21 [m—3] Dichte freier Locher, wenn Ferminiveau mit Storstellenni-

veau identisch ist
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oy

(I)P
Qn

Tcds
TDiel

7-”

Tp

U

oU
dUcqs
oU,
5U,
U
Un
UOC
AU,

Uoc,korr
Vdr

Urek

VUth

[V

Vi
[As/m?]
[As]

-2
m-2s"

[m2s7]
[Qm?]
[Qm?]
[m/s]

K]
K]
K]

[s]
[s]

Potentialdifferenz zwischen F,, und Ey des Absorbers an
der Grenzfliche

Potentialdifferenz, die iiber dem Absorber abfallt
Flachenladung

1.6 - 107 (Elementarladung)

Zahl

Einfangsquerschnitt, Leitfahigkeit

Rekombinationsrate

Rekombinationsrate der im CdS gesammelten Ladungs-
trager

maximale Rekombinationsrate

Serienwiderstand

Parallelwiderstand

Rekombinationsgeschwindigkeit an der Grenzflache
Steigung der Kennlinie

Temperatur

Tunnelwahrscheinlichkeit

charakteristische Temperatur fiir die Verteilung von
Storstellen in der Bandliicke

Sulfurisierungstemperatur

Lebensdauer der Ladungstriger

Verweildauer eines Ladungstrégers in einer Storstelle in der
CdS-Schicht

charakteristische Lebensdauer fiir die dielektrische Relaxa-
tion

Lebensdauer der Elektronen

Lebensdauer der Locher

Spannung

Spannungsabfall

Spannungsabfall {iber dem CdS

Spannungsabfall im n-Gebiet

Spannungsabfall im p-Gebiet

Diffusionsspannung

Spannung am Punkt maximaler Leistung
Leerlaufspannung

Anderung der Leerlaufspannung

korrigierte Leerlauspannung

Driftgeschwindigkeit

Rekombinationsgeschwindigkeit

thermische Geschwindigkeit der Ladungstréiger
Raumladungsweite

Weite der Raumladungszone im n-Gebiet
Raumladungsweite im Absorber

Zahl der Tunnelschritte
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X

Ort, Variable zur Beschreibung des Existenzbereichs einer

Phase

[m] Ortsintervall
Variable zur Beschreibung des Existenzbereichs einer Pha-

[J]

se

Energiedifferenz von F), und Ey im Bahngebiet des Absor-

bers

A.2 Abkiirzungen

Tabelle A.2: Verwendete Abkiirzungen

AM
CIGS
CIGSSe
CIS
Dioxan
DMSO
EBIC

i
JCPDS
QA
REM
RT
SIMS
SNMS
UPS

v

XPS
XRD

air mass

Cu(In,Ga)S,y

Cu(In,Ga)(S,Se),

CulnS,

C4H802

Dimethylsulfoxid (CoHgOS)

Electron Beam Induced Current
Zwischengitterplatz

Joint Committee on Powder Diffraction Standards
Quanten Ausbeute

Raster Elektronen Mikroskop
Raum-Temperatur

Sekundéir Jonen Massen Spektroskopie
Secundary Neutral Mass Spectrometry
Ultraviolett Photoelectron Spectroscopy
Fehlstelle

X-ray Photoelectron Spectroscopy
X-Ray Diffraction
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